
Dr. F.M. Klaassen 

Prof. dr. F .M. Klaassen we rd op 11 februari 1934 in Kats (Zeeland) ge­
boren. Na het beha len van het diploma gymnasium-B studeerde hij wis­
en natuurkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam , waar hij in 1959 
met goed gevolg het doctoraal examen aflegde . 
In 1961 promoveerde hij aan dezelfde universi te it tot doctor in de wis­
en natuurkunde op een proefschrift getiteld: 'Generation- recombination 
noise in semiconductors'. 
Na een militaire dienst-periode is hij sinds 1962 werkzaam in het Na­
tuurkundig Laborat::>rium van N.V. Philips 'Gloeilampenfabrieken te Eind­
hoven , aanvankelijk bij de groep P lumbicon opneembuizen, thans bij de 
groep Transistoren . 
Gedurende 1969 en 1970 was hij gedetacheerd bij de Northern Electr ic 
Research and Development Laboratories in Ottawa (Canada) . 
Van zijn hand verscheen een aantal publikaties in internationa le vak­
tijdschriften. 

Z ijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de halfge leider-elektro­
nica geschiedde bij Koninklijk besluit nr . 14 van 17 juni 1971 . 
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